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特　長
● シングルHブリッジ電流制御モータ･ドライバ

— バイポーラ･ステッピング･モータの1つの巻線、
または1つのDCモータを駆動可能

— 5ビットの巻線電流制御により最大32の電流レ
ベルを設定可能

— 低MOSFETオン抵抗

● 最大駆動電流：3A（24V、25°C）
● 内蔵3.3Vリファレンス出力

● パラレル･デジタル制御インターフェイス

● 動作電源電圧範囲：8V ～ 45V

● 熱特性を強化した表面実装パッケージ

アプリケーション
● ATM

● 貨幣処理機

● 防犯カメラ

● プリンタ

● スキャナ

● OA機器

● ゲーム機

● FA機器

● ロボット

概　要
DRV8828は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケー

ション等、様々なモータ･ドライバ･ソリューションを提供しま
す。1つのHブリッジ･ドライバを搭載し、バイポーラ･ステッ
ピング･モータの1つの巻線、または1つのDCモータを駆動でき
ます。出力ドライバ･ブロックはNチャネル･パワーMOSFETで
構成され、フルHブリッジとしてモータ巻線を駆動します。
DRV8828は、最大3Aの出力電流を供給できます（24V、25°Cで
適切なヒートシンクを使用した場合）。
単純なパラレルインターフェイスにより、業界標準デバイス

と互換性があります。また、減衰モードのプログラミングも可
能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護

のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8828は、PowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージ

で供給されます。

製品情報 
TA パッケージ (2) 注型番 捺印 

2000個（1リール） DRV8828PWPR–40°C ～ 85°C PowerPad™ (HTSSOP) - PWP 8828

（1）最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ･オプション」を参照するか、TIのWebサイト 
 （www.ti.comまたはwww.tij.co.jp）をご覧ください。 
（2）パッケージ図面、熱特性データ、記号の意味については、www.ti.com/packagingを参照してください。 

PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの登録商標です。

http://www.ti.com/lit/gpn/drv8828
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静電気放電対策
ESDはこの集積回路にダメージを与えることがあります。テ

キサス･インスツルメンツ社は、全ての集積回路に適切なESD
対策が行われることを推奨します。この適切な取扱いや取付け
手順が守られない場合には、素子にダメージを与えることがあ
ります。

ESDが与えるダメージには、素子へ微妙な性能劣化から完全
な素子故障まで様々な症状に及びます。非常に些細なパラメー
タの変化でもその素子の仕様を満足しなくなることがあり、高
詳細な集積回路はさらにESDによる影響を受けやすい場合があ
ります。
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I/O(1)

電源およびグランド 

GND 14, 28 - デバイスのグランド 

モータの電源（8～45V）に接続します。 
両方のピンを同じ電源に接続する必要があります。 

VM 4, 11 - ブリッジ電源 

0.47µF、6.3V耐圧のセラミック･コンデンサを使用 
してGNDにバイパスします。VREFの供給に使用で 
きます。 

V3P3OUT 15 O 3.3Vレギュレータ出力 

CP1 1 IO チャージ･ポンプ用フライング･コンデンサ CP1とCP2の間に0.01µF、50V耐圧のコンデンサを 
接続します。 CP2 2 IO チャージ･ポンプ用フライング･コンデンサ 

VCP 3 IO ハイサイド･ゲート駆動電圧 VMとの間に0.1µF、16V耐圧のセラミック･コンデン 
サを接続します。 

制御 

ENBL 21 I ブリッジ･イネーブル 入力“H”時、Hブリッジがイネーブルになります。 

PHASE 20 I ブリッジ位相（方向） 入力“H”時、OUT1が“High”、OUT2が“Low” 
になります。 

I0 23 I

I1 24 I

I2 25 I 電流設定入力 巻線電流をフルスケールのパーセンテージとして 
設定します。 

I3 26 I

I4 27 I

L = 低速減衰、オープン = 混合減衰、 
H = 高速 

DECAY 19 I 減衰モード 

アクティブ･ローのリセット入力により、内部ロジッ 
クが初期化され、Hブリッジ出力がディスエーブル 
になります。 

nRESET 16 I リセット入力 

巻線電流設定のリファレンス電圧。両方のピンを 
PCB上で一緒に接続する必要があります。GNDと 
の間に0.01µFのバイパス･コンデンサを推奨します。 

VREF 12, 13 I 電流設定リファレンス入力 

NC 22 接続なし このピンは接続しないでください。 

ステータス 

障害状態（過熱、過電流）のとき、“Low”になり 
ます。 

nFAULT 18 OD 障害 

出力 

電流センス抵抗に接続します。両方のピンをPCB上 
で一緒に接続する必要があります。 

ISEN 6, 9 IO ブリッジ･グランド / Isense

OUT1 5, 10 O ブリッジ出力1 モータ巻線に接続します。両方のピンをPCB上で 
一緒に接続する必要があります。 OUT2 7, 8 O ブリッジ出力2

（1）方向：I = 入力、O = 出力、OZ = 3ステート出力、OD = オープン･ドレイン出力、IO = 入力/出力 

名前 番号 説明 外部部品または接続 

表 1. 端子機能 

PWP (HTSSOP) PACKAGE
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絶対最大定格 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） (1) (2)

VALUE 単位 

VM 電源電圧範囲 –0.3 ～ 47 V

V

V

デジタル･ピン電圧範囲 –0.5 ～ 7

VREF 入力電圧 –0.3 ～ 4

ISENSEピン電圧 –0.3 ～ 0.8 V

ピーク･モータ駆動出力電流、t < 1µs 内部で制限 A

A連続モータ駆動出力電流 3

連続合計消費電力 「定格消費電力」表を参照 

TJ 動作仮想接合部温度範囲 °C

TA 動作周囲温度範囲 °C

Tstg 保存温度範囲 °C

（1）絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみに 
 ついて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。 
 絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。 
（2）すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。 
（3）消費電力および温度の制限に従う必要があります。 

定格消費電力（暫定） 
ディレーティング係数、 

TA = 25℃以上 
基板 パッケージ RθJA TA < 25°C TA = 70°C TA = 85°C

Low-K(1) 67.5°C/W 14.8 mW/°C 1.85 W 1.18 W 0.96 W

Low-K(2) 39.5°C/W 25.3 mW/°C 3.16 W 2.02 W 1.64 W
PWP

High-K(3) 33.5°C/W 29.8 mW/°C 3.73 W 2.38 W 1.94 W

High-K(4) 28°C/W 35.7 mW/°C 4.46 W 2.85 W 2.32 W

（1）このデータを得るために使用したJEDEC Low-K基板は、裏面に銅領域のない76mm × 114mm、2層、1.6mm厚のPCBです。 
（2）このデータを得るために使用したJEDEC Low-K基板は、裏面に25cm2の2オンス銅領域を形成した76mm × 114mm、2層、1.6mm厚のPCBです。 
（3）このデータを得るために使用したJEDEC High-K基板は、裏面に銅領域のない76mm × 114mm、4層、1.6mm厚のPCBであり、ソリッドな1オンス 
 の内部グランド･プレーンを持ちます。 
（4）このデータを得るために使用したJEDEC High-K基板は、裏面に25cm2の1オンス銅領域を形成した76mm × 114mm、4層、1.6mm厚のPCBであり、 
 ソリッドな1オンスの内部グランド･プレーンを持ちます。 

推奨動作条件 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 

MIN NOM MAX 単位 

VM モータ電源電圧範囲 (1) 8.2 45 V

VREF VREF入力電圧 (2) 1 3.5 V

IV3P3 V3P3OUT負荷電流 1 mA

（1）すべてのVMピンを同じ電源電圧に接続する必要があります。 
（2）0V～1VのVREFで動作可能ですが、精度が低下します。 

–40 ～ 150

–40 ～ 85

–60 ～ 150
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電気的特性 
動作温度範囲内（特に記述のない限り） 

パラメータ 測定条件 MIN TYP MAX 単位 

電源 

IVM VM動作電源電流 VM = 24 V, fPWM < 50 kHz 5 8 mA

IVMQ VMスリープ･モード電源電流 

VM低電圧誤動作防止電圧 

VM = 24 V 10 20 µA

VUVLO VM上昇時 
 

7.8 8.2 V

V3P3OUTレギュレータ 

IOUT = 0 to 1 mA, VM = 24 V, TJ = 25°C 3.18 3.30 3.42
V3P3 V3P3OUT電圧 

 
V

IOUT = 0 to 1 mA 3.10 3.30 3.50

論理レベル入力 

VIL 入力“Low”電圧 0.6 0.7 V

VIH 入力“High”電圧 2 5.25 V

VHYS 入力ヒステリシス 0.45 V

IIL 入力“Low”電流 VIN = 0 –20 20 µA

IIH 入力“High”電流 VIN = 3.3 V 100 µA

nFAULT出力（オープン･ドレイン出力） 

VOL 出力“Low”電圧 IO = 5 mA 0.5 V

IOH 出力“High”リーク電流 VO = 3.3 V 1 µA

減衰入力 

VIL 入力“Low”スレッショルド電圧 低速減衰モード時 0.8 V

VVIH 入力“High”スレッショルド電圧 高速モード時 2

IIN 入力電流 ±40 µA

HブリッジFET

VM = 24 V, I O = 1 A, TJ = 25°C 0.32
RDS(ON) High Side FETオン抵抗 Ω

VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 85°C 0.39 0.45

VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 25°C 0.33
RDS(ON) Low Side FETオン抵抗 Ω

VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 85°C 0.39 0.45

IOFF オフ時リーク電流 –40 40 µA

モータ･ドライバ 

fPWM PWM周波数 50 kHz

tBLANK 電流センス･ブランキング時間 3.75 µs

tR 立ち上がり時間 VM = 24 V 100 360 ns

tF 立ち下がり時間 VM = 24 V 80 250 ns

tDEAD デッド･タイム 400 ns

tDEG 入力デグリッチ時間 1.3 2.9 µs

保護回路 

IOCP 過電流保護トリップ･レベル 3.6 10 A

tTSD 過熱シャットダウン温度 内部チップ温度 
 

150 160 180 °C

電流制御 

IREF VREF入力電流 VREF = 3.3 V –3 3 µA

VTRIP ISENSEトリップ電圧 VREF = 3.3V、100%電流設定 635 660 685 mV

VREF = 3.3V、5%電流設定 –25 25

VREF = 3.3V、 
10%～34%電流設定 

–15 15
電流トリップ精度 
（プログラミング値を基準） 

∆ITRIP %VREF = 3.3V、 
38%～67%電流設定 

–10 10

VREF = 3.3V、 
71%～100%電流設定 

–5 5

AISENSE 電流センス･アンプ･ゲイ 参考のみ 5 V/V
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図 1. モータ制御回路 

機能説明
PWMモータ･ドライバ
DRV8828には、電流制御PWM回路を持つ1つのHブリッジ･

モータ･ドライバが搭載されています。図1に、モータ制御回路
のブロック図を示します。図にはバイポーラ･ステッピング･
モータを示していますが、ドライバではDCモータも駆動でき
ます。
VM、ISEN、OUT、およびVREFピンがそれぞれ複数あるこ

とに注意してください。同じ名前のピンはPCB上ですべて一緒
に接続する必要があります。

ブリッジ制御
PHASE入力ピンは、Hブリッジを流れる電流の方向を制御し

ます。ENBL入力ピンがアクティブのとき、Hブリッジ出力が
イネーブルになります。表2に動作論理を示します。

電流レギュレーション
モータ巻線に流れる電流は、固定周波数PWM電流レギュレー

ション（電流チョッピング）によって制御されます。Hブリッジ
がイネーブルになると、巻線のDC電圧とインダクタンスに依
存するレートで、巻線を流れる電流が増加します。電流が電流
チョッピング･スレッショルドに達すると、ブリッジは次の
PWMサイクルの開始まで電流をディスエーブルにします。

通常、ステッピング･モータの場合は、電流レギュレーション
が常時使用され、電流を変化させることでモータのマイクロス
テッピングを実行できます。DCモータの場合、電流レギュレー
ションは、モータの起動電流および停止電流の制限に使用され
ます。
ブリッジ内のPWMチョッピング電流は、コンパレータによっ

て設定されます。コンパレータは、ISENピンに接続された電
流センス抵抗両端の電圧（5倍値）を、リファレンス電圧と比較
します。リファレンス電圧はxVREFピンから入力され、5ビッ
トDACでスケーリングされることで、近似的な正弦波シーケン
スによる0～100％の電流設定が可能です。
フルスケール（100％）チョッピング電流は、式（1）計算され

ます。

例：
0.5Ωのセンス抵抗を使用し、VREFxピンが3.3Vの場合、フ
ルスケール（100％）チョッピング電流は3.3V/(5 × 0.5Ω) =
1.32Aとなります。

5本の入力ピン（I0～I4）を使用して、ブリッジ内の電流を、
VREF入力ピンとセンス抵抗によって設定されるフルスケール
電流のパーセンテージとして設定します。これらのピンの機
能を表3に示します。

表 2. Hブリッジの動作論理 

ENBL PHASE OUT1 OUT2

0 Z

1 H

1

X

1

0 L

Z

L

H

ICHOP (1)=
VREFX

5 • RISENSE
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I[4..0]

相対電流 
（フルスケール・チョッピング 
電流に対するパーセンテージ） 

0x00h 0%

0x01h 5%

0x02h 10%

0x03h 15%

0x04h 20%

0x05h 24%

0x06h 29%

0x07h 34%

0x08h 38%

0x09h 43%

0x0Ah 47%

0x0Bh 51%

0x0Ch 56%

0x0Dh 60%

0x0Eh 63%

0x0Fh 67%

0x10h 71%

0x11h 74%

0x12h 77%

0x13h 80%

0x14h 83%

0x15h 86%

0x16h 88%

0x17h 90%

0x18h 92%

0x19h 94%

0x1Ah 96%

0x1Bh 97%

0x1Ch 98%

0x1Dh 99%

0x1Eh 100%

0x1Fh 100%

表 3. Hブリッジ･ピンの機能 

減衰モード
DPWM電流チョッピング中は、PWM電流スレッショルドに

達するまでの間、Hブリッジによるモータ巻線電流の駆動がイ
ネーブルになります。これは、図2に①として示されています。
図中の電流の流れる方向は、PHASEピンが“High”のときの
状態を示しています。
チョッピング電流スレッショルドに達すると、Hブリッジは

2つの異なる状態、高速または低速減衰モードで動作できます。
高速モードでは、PWMチョッピング電流レベルに達すると、

Hブリッジが状態を反転して、巻線電流が逆方向に流れるよう
にします。巻線電流がゼロに近づくと、ブリッジがディスエー
ブルになり、逆方向の電流が停止されます。高速モードは、図2
に②として示されています。
低速減衰モードでは、ブリッジ内の両方のローサイドFETを

イネーブルにすることで、巻線電流が再循環されます。これは、
図2に③として示されています。

DRV8828は、高速、低速減衰、および混合減衰モードをサポー
トしています。低速、高速、または混合減衰モードは、
DECAYピンの状態によって選択されます。このピンがLowの
場合は低速減衰、オープンの場合は混合減衰、“High”の場合
は高速モードが設定されます。
混合減衰モードは、高速モードから開始されますが、ある一

定の時間（PWM周期の75％）が経過すると低速減衰モードに切
り替わり、固定PWM周期の残りの時間は低速減衰モードに保
持されます。

ブランキング時間
Hブリッジで電流がイネーブルになった後、電流センス回路

がイネーブルになる前に、ある固定された期間だけISENピン
の電圧が無視されます。このブランキング時間は3.75µsに固定
されています。また、このブランキング時間によって、PWM
の最小オン時間が設定されます。

図 2. 減衰モード 
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nRESETおよびnSLEEP動作
nRESETピンが“Low”になると、内部ロジックがリセット

されます。また、Hブリッジ･ドライバはディスエーブルにな
ります。nRESETがアクティブである間は、すべての入力が無
視されます。
nSLEEPを“Low”にすると、デバイスが低電力スリープ状

態になります。この状態では、Hブリッジがディスエーブル、
ゲート駆動チャージ･ポンプが停止、V3P3OUTレギュレータが
ディスエーブルとなり、すべての内部クロックが停止します。
nSLEEPが“High”に戻るまで、すべての入力が無視されます。
スリープ･モードから復帰する際には、モータ･ドライバが完全
に動作可能になる前に、約1msの待ち時間が必要です。

保護回路
DRV8828は、低電圧、過電流、および過熱状態から完全に保

護されています。

過電流保護（OCP）
各FETのアナログ電流制限回路は、ゲート駆動を停止するこ

とで、FETを流れる電流を制限します。このアナログ電流制限
がOCP時間を超えて持続した場合には、Hブリッジ内のすべて
のFETがディスエーブルになり、nFAULTピンが“Low”にな
ります。nRESETが印加されるか、またはVMが停止/再印加さ
れるまで、デバイスはディスエーブルのままとなります。
ハイサイドとローサイドの両方のデバイスが過電流状態となっ

た場合（地絡、天絡、モータ巻線間の短絡）は、すべて過電流
シャットダウンとなります。過電流保護は、PWM電流制御用
の電流センス回路を使って行われるのではなく、ISENSE抵抗
値またはVREF電圧とは独立しています。

過熱シャットダウン（TSD）
内部チップ温度が設定温度を超えた場合には、Hブリッジ内

のすべてのFETがディスエーブルになり、nFAULTピンが
“Low”になります。内部チップ温度が安全レベルまで低下す
ると、動作が自動的に再開されます。

低電圧誤動作防止（UVLO）
任意の時点でVMの電圧がUVLOスレッショルド電圧を下回っ

た場合、デバイス内のすべての回路がディスエーブルになり、
内部ロジックがリセットされます。VMが上昇してUVLOスレッ
ショルドを超えると、動作が再開されます。

熱特性について
過熱保護
DRV8828には、前述のとおり、過熱シャットダウン（TSD）

機能があります。内部チップ温度が約150°Cを超えた場合、デ
バイスは、温度が安全なレベルに低下するまでディスエーブル
となります。
デバイスが過熱シャットダウン状態になる傾向がある場合に

は、消費電力が過剰であるか、ヒートシンクが不足しているか、
または周囲温度が高すぎることを示しています。

消費電力
DRV8828の消費電力で大勢を占めるのは、出力FET抵抗

RDS(ON)で消費される電力です。ステッピング･モータを駆動し
たときの平均消費電力は、式（2）でおおまかに見積もることが
できます。

ここで、PTOTは合計消費電力、RDS(ON)は各FETの抵抗、
IOUT(RMS)は各巻線に流れるRMS出力電流です。IOUT(RMS)は、
フルスケール出力電流設定 × 0.7にほぼ等しくなります。係数
の4は、2つのモータ巻線があり、各巻線について任意の時点で
2つのFET（ハイサイドとローサイド）に巻線電流が流れている
という事実によるものです。
デバイスで消費できる最大電力は、周囲温度およびヒート

シンクに依存します。
RDS(ON)は温度とともに増加するため、デバイスの温度が上

昇すると、消費電力は増加します。ヒートシンクのサイズを決
定する際には、この点を考慮する必要があります。

ヒートシンク
PowerPAD™パッケージは、露出したパッドを使用してデバイ

スから熱を除去します。適切な動作のためには、このパッドを
PCB上の銅領域に熱的に接続して放熱させる必要があります。
グランド･プレーンを持つ多層PCBでは、いくつかのビアを追加
してサーマル･パッドをグランド･プレーンに接続することで、
これを実現できます。内部プレーンのないPCBでは、PCBのい
ずれかの側に銅領域を追加することで放熱できます。銅領域が
PCB上でデバイスとは反対側にある場合は、サーマル･ビアを
使用して、上層から下層へと熱を伝達します。
PCBの設計方法の詳細については、TIアプリケーション･レ

ポートSLMA002「PowerPAD™ Thermally Enhanced Package」
およびTIアプリケーション･ブリーフSLMA004「PowerPAD™
Made Easy」を参照してください。いずれも、www.ti.comから
入手できます。
一般に、より多くの銅領域を設けるほど、より大きな電力を

消費できます。

PTOT RDS(ON) IOUT(RMS)4= ( )• •
2

(2)
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Orderable
Device

Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/
Ball Finish

MSL Peak Temp (3) Samples

(Requires Login)

DRV8828PWP ACTIVE HTSSOP PWP 28 50 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Request Free Samples

DRV8828PWPR ACTIVE HTSSOP PWP 28 2000 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Purchase Samples

パッケージ情報
製品情報

(1) マーケティング･ステータスは次のように定義されています。

ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。

PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

(2) エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。

TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

Pb-Free (RoHS)：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。

Pb-Free (RoHS Exempt)：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。

Green (RoHS & no Sb/Br)：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

DRV8828PWPR HTSSOP PWP 28 2000 330.0 16.4 6.9 10.2 1.8 12.0 16.0 Q1

テープおよびリール･ボックス情報 

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

パッケージ･マテリアル情報



11

*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

DRV8828PWPR HTSSOP PWP 28 2000 346.0 346.0 33.0

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

パッケージ･マテリアル情報
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A.  全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B.  図は予告なく変更することがあります。 
C.  本体寸法にはバリや突起を含みません。バリおよび突起は、各辺0.15を超えてはなりません。 
D.  このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、 
　  テクニカル･ブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）を参照してください。これらの 
　  ドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。 
E.  JEDEC MO-153に適合しています。 

注： 

PWP（R-PDSO-G**） PowerPAD™ PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
20 PINS SHOWN

メカニカル･データ
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露出サーマル･パッドの寸法 

B  Exposed tie strap features may not be present.
A. 寸法はすべてミリメートル単位です。 

DCA（R-PDSO-G48）

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱特性について
このPowerPADTMパッケージには、外部ヒートシンクに直接

接続するように設計された、露出したサーマル･パッドが装備
されています。このサーマル･パッドは、プリント基板（PCB）に
直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBをヒー
トシンクとして使用できます。また、サーマル･ビアを使用し
て、サーマル･パッドをデバイスの回路図に示された適切な銅
プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された特別
なヒートシンク構造に接続することができます。この設計によ
り、ICからの熱伝導が最適化されます。

PowerPADTMパッケージについての追加情報及びその熱放散
能力の利用法については、テクニカル･ブリーフ『PowerPAD
Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）および
アプリケーション･ブリーフ『PowerPAD Made Easy』（TI文献
番号SLMA004）を参照してください。いずれもホームページ
www.ti.comで入手できます。
このパッケージの露出したサーマル･パッドの寸法を次の図

に示します。
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(SLVSA11C)

A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B. 図は予告なく変更することがあります。 
C. 中央の半田マスク定義パッドを変更しないように、回路基板組み立て図に注記を書き込んでください。 
D. このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカル･ブリーフ 
 『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002, SLMA004）を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページ 
 www.ti.comで入手できます。代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。 
E. レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て 
 拠点にお問い合わせください。例に示したステンシル設計は、50%容積のメタルロード半田ペーストに基づいています。ステンシルに関する他の 
 推奨事項については、IPC-7525を参照してください。 
F. 信号パッド間および信号パッド周囲の半田マスク許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。 

注： 

PWP（R-PDSO-G28） PowerPAD™ PLASTIC SMALL OUTLINE

ランド･パターン
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